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e Giéwne cechy:

Maty pobor pradu.

PwNPE

e Zastosowania:

Dtugosc fali - 808nm
Moc wyjsciowa - 200mW
Obudowa — @5,6mm
Typ potaczen wewnetrznych — bez fotodiody

Wysoka niezawodnosc¢.
Wysoka temperatura pracy 50°C.

DIODA LASEROWA A-808-200-5,6

Duza stabilnos¢ emitowanej dtugosci fali.

1. Zrédito pompujace w zielonych pétprzewodnikowych laserach DPSS.
2. Urzadzenia medyczne.

* Maksymalne wartosci parametréow:

Parametr Symbol Wartos¢ Jednostka
Moc wyjséciowa Po 200 mw
Napiecie wsteczne (dioda Vi, v
laserowa)
Temperatura pracy Te -10 + 450 °C
Temperatura magazynowania Ts -40 + +85 °C
e Parametry elektryczne i optyczne (T.=25°C):
Parametr Symbol Min. Typ. Max. | Jednostka Warunki
Dtugosé fali A 805 808 811 nm Po=200mW
Prad progowy lin - 55 70 mA Po=200mW
Prad pracy lop - 260 280 mA Po=200mW
Napiecie pracy Vop - 1,7 1,9 \Y Po=200mW
\i\é‘;i?ézsf: n 0,8 1 - mW/mA Po=200mW
Rozbieznos¢ 0 - 9x41 15x48 deg Po=200mW
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DIODA LASEROWA A-808-200-5,6

e Obudowa i typ potaczen wewnetrznych:

obudowa - @ 5,6 mm
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» Srodki ostroznosci:

0 Nie przekracza¢ maksymalnych wartosci parametréw. Praca przy parametrach wyzszych niz maksymalne moze
spowodowac uszkodzenie elementu.

0 Zachowac szczegdlng ostroznosé - dioda laserowa jest czuta na tadunki elektrostatyczne i stany nieustalone
napiecia, wystepujace przy zataczaniu zasilacza.

0 Aby uzyskac stabilne charakterystyki i wysokg niezawodnos¢ diody laserowej wymagane jest odpowiednie
chtodzenie. Rekomendowane jest zastosowanie radiatora.

0 Promieniowanie laserowe moze powodowac uszkodzenia wzroku. Nigdy nie nalezy patrze¢ bezposrednio
w wigzke laserowg! Zaleca sie stosowanie okularéw ochronnych, bgdz obserwacje wigzki za pomocg kamery.
Wiecej informacji o ochronie oczu przed promieniowaniem laserowym znajduje sie w dziale ,,Klasy

bezpieczenstwa urzadzen laserowych” oraz ,,Okulary ochronne”.
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DIODA LASEROWA A-808-200-5,6

e Charakterystyki elektryczne i optyczne (T.=25°C):
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